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@ Verbessertes Abtastf enster 

© Ein Abtastf enster, durch welches ein Laserstrahl hlndurch- 
tritt, um ein Abtastmuster bzw. -raster zu deftnieren, waist 
eir> Substrat auf, welches sua elnem lichtdurchlassigen 
Material gebildet ist r das es errnoglicht, daG der Laserstrahl 
durch eine llchtdurchlassige Hartmaterialschlcht hindurch- 
trltt, die auf dem Substrat abgeschieden ist, und durch eine 
lichtdurchlassige gleitfahige Beschichtung, welche auf dem 
Hartmaterial abgeschieden ist, was dazu fuhrt, daB das 
Abtastfenster eine gasteigerte Widerstandsfahigkeit gegen 
abrasiven VerscNeiB hat. Die vorliegenda Erfindung richtet 
sich auch auf ein Verfahren zur Herstetlung eines solchen 
Abtastfensters. Das vorliegende Verfahren schlie&t ver- 
schiedene Abseheide- und Niederschlagstechniken ein, um 
ein verschlei&festes Abtastfenster gemaU der vorliegenden 
Erfindung zu bilden. 
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Beschreibung 



Hintergrund der Erf indung 

5 

Laserabtaster bzw. -scanner fQr die Verwendung an 
Bezahltheken bzw. Kassen in Supermarkten und ande- 
rcn Verbrauchermarkten haben zunehmend mehr Ver- 
breitung gefunden, da die Zuverlassigkeit der Scanner 
steigt und die Kosten dafQr abnehmea Die Scanner io 
bzw. Abtastsysteme sind ublicherweise innerhalb der 
Ausgangstheken bzw. Kassen montiert, so daB sie im 
allgemeinen nach oben gerichtete Abtastfcnster haben, 
durch welche Laserstrahlen in wohldefinierten Abtast- 
mustem bzw. -rastern projiziert werdea Ein Abtastmu- 15 
ster wird von einem Laser und zugehdrigen optischen 
Komponenten erzeugt, welche eine Mehrzahl vonein- 
ander schneidenden Abtastlinien erzeugen, um das Mu- 
ster bzw. Raster zu definieren. Ein mit einem optischen 
Strichcode versehenes Etikett, welches z. B. einen UPC v 20 
EAN- oder JAN-Code auf der Verpackung des Gegen- 
standes aufweist, der an der Kasse vorgelegt wird, wird 
durch das Scanvolumen bzw. den Abtastraum des La- 
serscanners hindurchgefuhrt, d. h. durch das Volumen, 
welches sich jenseits der Oberflache des Scanners er- 25 
streckt, innerhalb dessen die Strichcodeetiketten erfolg- 
reich bzw. zuvcrlassig gelesen werden konnea Licht, 
welches von dem Strichcodeetikett reflektiert wird, 
wird durch das Abtastfenster zurttck empfangen und 
verarbeitet, um den Gegenstand zu identifizieren und 30 
die Information Qber den Verkaufspreis und andere An* 
wendungen des Einzelhandels, wie z. B. die Oberwa- 
chungdes Lagerbestandes, bereitzustellea 

Die bisher existierenden Strich-Codescanner haben 
z. B. zwei Fenster, durch welche der Abtaststrahl hin- 35 
durchtritt, ein inneres Fenster. das dauerhaft montiert 
ist, um den Scanner (nach auBen hin) abzudichten und zu 
schiltzen, und ein auBeres Fenster, das leicht austausch- 
bar ist Abrieb und Kratzer an diesem auBeren Scanner- 
fenster aufgrund des fortwahrenden Dartiberziehens 40 
von Verpackungea Dosen, Raschen und dergleichen, 
verringert jedoch die Durchstrahlung bzw. die Durch- 
lassigkeit des Abtastfensters. Die ursprQnglichen Ab- 
tastffthigkeiten konnen regelmaflig wiederhergestellt 
werden durch ersetzen des auBeren Abtastfensters, 45 
wenn die Leserate unter einen annehmbaren Wert f allt 
UnglQcklicherweise mussen die auBeren Abtastfenster 
jedoch sehr oft ausgetauscht werden, um einen Scanner- 
betrieb innerhalb akzeptabler Werte aufrechtzuerhal- 
ten, was zu unerwflnschten Wartungskosten f Ohrt 50 

Es sind in der Vergangenheit berehs viele Versuche 
unternommen worden, besser haltbare Abtastfenster 
und Verfahren zur Herstellung derselben bereitzustel- 
lea Ein solcher Versuch lag in der Verwendung einer 
Saphir-Glasscheibenschicht, um das Verkratzen und 55 
den Abriebzustand zu beseitigea da die Harte von Sa- 
phir erheblich groBer ist als die von allem Material, was 
Ublicherweise fur Verpackungs- und Handetszwecke 
verwendet wird. Derartige Fenster sind sehr teuer und 
deshalb auf kleine Fensterabmessungen begrenzt Fen- 60 
ster, die mit hapten diinnen Filmen beschichtet sind, sind 
ebenfalls verwendet worden. Eine Zinnoxidbeschich- 
tung wurde auf durchsichtige Substrate aufgebracht 
Zinnoxid hat sich jedoch nicht als ein Fenster mit gentt- 
gend langer Lebensdauer herausgestellt 65 

Ein weiterer Versuch ist dargelegt in der WO 
87/02 713, in welcher ein Verfahren zur Ausbildung ei- 
ner abriebfesten Beschichtung auf einem durchsichtigen 
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Substrat beschrieben ist Genauer gesagt verwendet 
dieses Verfahren eine zweifache lonenstrahlsputter- 
technik, um ein durchsichtiges Substrat mit einer Alumi- 
niumoxidschicht zu beschichten, um ein abriebfestes 
Abtastfenster zu schaff en, das in Strichcodesystemen zu 
verwenden ist Dieses Verfahren ist jedoch unpraktisch 
und in wirtschaftlicher Hinsicht ungeeignet bei der An- 
wendung auf die Herstellung von Abtastfenstera Das 
Verfahren nach der WO 87/02 713 gewahrieistet ledig- 
iich eine Abscheidungsrate von 0,4 Nanometern pro Mi- 
nute, was auBerordentlich langsam ist und deshalb zu 
hohen Herstellungskosten und einer geringen Durch- 
satzproduktivitat ftlhrt Weiterhin betragt die Maximal- 
flache, die abgedeckt werden kann, nur 100 cm 2 und 
deshalb konnen nur vier Abtastfenster wahrend eines 
einzelnen Beschichtungsvorganges beschichtet werden. 

Dementsprechend kann man davon ausgehea dafi 
Bedarf fur ein Strichcodeabtastfenster besteht, welches 
in der Lage ist, dem verschleiBenden Verkratzen und 
Abrieb fur lange Zeitdauern zu widerstehen, ohne dafi 
der Betrieb des Strichcodeabtastsystems beeinfluBt 
wird. Es besteht auch Bedarf an einem Verfahren zum 
Herstellen eines solchen Abtastfensters, welches eine 
hohe Durchsatzproduktivitat und niedrige Herstel- 
lungskosten ergibt 

Zusammenfassung der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung wird diesem Bedarf ge- 
recht, indem sie ein Abtastfenster bereitstellt, durch 
welches ein Laserstrahl projiziert wird, um ein Abtast- 
muster fur einen Laserscanner zu definieren. Das Ab- 
tastfenster der vorliegenden Erfindung weist ein Sub- 
strat auf, das aus einem lichtdurchlassigen Material be- 
steht, welches es ermoglicht, dafi der Laserstrahl hin- 
durchtritt und das Abtastmuster definiert, und weist ei- 
ne iichtdurchlassige Schicht aus einem harten Material 
auf, welche auf dem Substrat abgeschieden ist, sowie 
eine Iichtdurchlassige schmierende bzw. schmierfahige 
bzw. gleitf ahige Beschichtung, die auf dem harten Mate- 
rial abgeschieden ist, was dazu fuhrt, daB das Abtastfen- 
ster eine verschleiBfeste auBere Oberflache mit einem 
geringen Gleitreibungskoeff izienten hat 

Ein weiteres Abtastfenster gemaB der vorliegenden 
Erfindung kann ein Substrat aufweisen, welches aus ei- 
nem lichtdurchlassigen Material besteht, das es ermog- 
licht, daB der Laserstrahl sich dahin durch erstreckt und 
das Abtastmuster definiert, wobei erne Iichtdurchlassige, 
harte Materialschicht aus Metalloxid auf dem Substrat 
abgeschieden wird, ein lichtdurchiassiges, gleitfahiges 
Beschichtungsmaterial auf dem Metalloxid aufgebracht 
wird, was im Ergebnis dazu fflhrt, daB das Abtastfenster 
eine verschleiBfeste auflere Oberflache mit einem gerin- 
gen GleitreibungskoefTizienten hat, und ein lichtdurch- 
iassiges Polymer mit Schmierwirkung auf der gleitfahi- 
gen Beschichtung abgeschieden wird, um den Koeffi- 
zienten der Gleitreibung weiter herabzusetzen, 

Ein weiteres Abtastfenster gemaB der Erfindung kann 
ein Substrat aufweisen, welches aus einem lichtdurchlas- 
sigen Material gebildet ist, welches es ermdglicht, daB 
der Laserstrahl dahin durch tritt und das Abtastmuster 
definiert und kann weiterhin eine Beimengung aus licht- 
durchlassigen Metalloxiden und ein lichtdurchiassiges, 
gleitfahiges Beschichtungsmaterial aufweisen, welches 
auf der Beimengung bzw. Beimischung aus Metalloxi- 
den abgeschieden wird, was da2u fuhrt, daB das Abtast- 
fenster eine verschleiBfeste auOere Oberflache mit ei- 
nem geringen Gleitreibungskoeffizienten hat 
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Die vorliegende Erfindung erfflllt die obigen Anfor- 
derungen auch durch Bereitstellen eines Verfahrens 
zum Herstellen eines Abtastfensters, durch welches ein 
Laserstrahl hindurchprojiziert werden kann, urn ein Ab- 
tastmuster zu definierea Das Verfahren gemMB der vor- 
liegenden Erfindung weist die Schritte auf, eine Vaku- 
umkammer bereitzustellen rait einem harten Material, 
wetches an einer ersten Elektrode angeordnet ist und 
ein lichtdurchiassiges Substratmaterial bereitzustellen, 
welches an einer zweiten Elektrode angeordnet ist Er- 
zeugen eines gasformigen Plasmas zwischen den ersten 
und zweiten Elektroden unter Verwendung einer Hoch- 
frequenzquelle. Anlegen einer Spannungsdifferenz an 
den ersten und zweiten Elektroden, um so die lonen des 
harten Materials zu ionisieren und in Richtung auf das 
Substrat zu beschleunigen, um dadurch ein beschichte- 
tes Substrat zu bilden, und Abscheiden eines Uchtdurch- 
lassigen, gleitfahigen Beschichtungsmaterials auf das 
beschichtete Substrat, um das Abtastfenster zu bilden, 
welches eine verschleiflfeste auflere Oberfiache mit ei- 
nem geringen Gleitreibungskoeffizienten hat Das Ab- 
scheiden kann durch Ersetzen des harten Materials 
durch ein gleitfahiges Material an der ersten Elektrode 
und durch erneutes Anlegen der Spannungsdifferenz an 
der ersten und zweiten Elektrode erfolgen, so daB das 
gleitfahige bzw. schmierfahige Beschichtungsmaterial 
ionisiert und in Richtung des beschichteten Substrates 
beschleunigt wird. Wahlweise kann das Abscheiden 
auch durch Aufspruhen eines lichtdurchl&ssigen, gleitfa- 
higen Beschichtungsmaterials auf das beschichtete Sub- 
strat erfolgen, nachdem es aus dem Vakuumabscheides- 
ystem entfernt worden ist oder das Abscheiden kann 
auch durch lonen-Strahlsputtern erfolgen. 

Ein weiteres Verfahren zum Herstellen des Abtast- 
fensters gemafl der vorliegenden Erfindung schliefit ei- 
ne Elektronenstrahlabscheidetechnik ein. Das Verfah- 
ren weist die Schritte auf, dafl eine Vakuumkammer 
bereitgestellt wird, welche eine Elektronenstrahlquelle, 
sowie ein lichtdurchiassiges Substratmaterial aufweist 
das auf einem Trager montiert ist, Anordnen eines har- 
ten Materials in einem Herd, der in der Elektronen- 
strahlquelle angeordnet ist, BeschieBen des Hartmateri- 
als mit einem Elektronenstrom hoher Dichte aus der 
Elektronenstrahlquelle. bis das Hartmaterial zu ver* 
dampfen beginnt das Substrat dem verdampfenden 
Hartmaterial aussetzen, derart, daB eine gleichftirmige 
Schicht des Hartmaterials darauf abgeschieden wird 
und dadurch ein beschichtetes Substrat bildet, und Ab- 
scheiden eines iichtdurchlfissigen, schmierfahigen Be- 
schichtungsmaterials auf dem beschichteten Substrat, 
um ein Abtastfenster zu bilden, das eine verschleiflfeste 
auBere Oberfiache mit einem niedrigen Gleitreibun- 
gskoeffizienten hat Wahlweise kann das Abscheiden 
durch Aufspruhen des Uchtdurchlassigen, schmierfahi- 
gen Beschichtungsmaterials auf das beschichtete Sub- 
strat erfolgen, nachdem dieses aus dem Vakuumsystem 
entfernt worden ist, oder das Abscheiden kann durch 
lonenstrahi-Sputtern erfolgen, 

Em weiteres Verfahren zum Herstellen eines Abtast- 
fensters gemafl der vorliegenden Erfindung verwendet 
eine Abscheidetechnik durch Ionenplattieren. Dieses 
Verfahren weist die Schritte auf, daB eine Vakuumkam- 
mer bereitgestellt wird, wefche eine Elektronenstrahl- 
quelle aufweist, die als eine erste Elektrode dient und bei 
welcher ein lichtdurchiassiges Hartmaterial in einem 
Herd bzw. Tiegel abgeschieden ist, welcher in der Elek- 
tronenstrahlquelle angeordnet ist, wobei die Vakuum- 
kammer in ihrem Inneren ein lichtdurchiassiges Sub- 



stratmaterial einschlieBt, welches an einer zweiten Elek- 
trode angeordnet ist, Erzeugen eines gasfdrmigen Plas- 
mas zwischen den ersten und zweiten Elektroden unter 
Verwendung einer Hochfrequenzquelle, BeschieBen des 

5 Hartmaterials mit einem Elektronenstrom hoher Dichte 
aus der Elektronenstrahlquelle, bis das Hartmaterial zu 
verdampfen beginnt Einfflhren von lonen in hoher 
Dichte in den Verdampfungsstrahl, um das verdampfte 
Material zu ionisieren, welches in Richtung des Substra- 

io tes beschleunigt wird und damit ein beschichtetes Sub- 
strat bildet, und weiterhin Abscheiden einer zweiten 
Schicht um ein schmierfahiges Beschichtungsmaterial 
auf dem beschichteten Substrat auszubilden, so daB das 
Abtastfenster eine verschleiBfeste auBere Oberfiache 

is mit einem geringen Gleitreibungskoeffizieten hat 
Wahlweise kann das Abscheiden auch durch Aufspru- 
hen eines Uchtdurchlassigen, schmierfahigen Beschich- 
tungsmaterials auf das beschichtete Substrat erfolgen, 
nachdem es aus dem Vakuumabscheidesystem entfernt 

20 worden ist oder das Abscheiden kann durch Ionen- 
strahlsputtern erfolgen 

Es ist dementsprechend ein Ziel der vorliegenden Er- 
findung, ein lichtdurchiassiges Abtastfenster bereitzu- 
stellen, welches in der Lage ist dem abrasiven Kratzen 

25 und dem Abrieb zu widerstehen, ohne die Uchtdurch- 
iassigkeit durch das Abtastfenster zu beeintrachtigen. 
Es ist auBerdem Ziel der vorliegenden Erfindung, ein 
Verfahren zum Herstellen eines solchen Abtastfensters 
bereitzustellen, welches wirtschaftlich ist und eine hohe 

30 Durchl auf prod uklivitat ermdglicht 

Andere Ziele und Vorteile der vorliegenden Erfin- 
dung werden aus der folgenden Beschreibung, den zu- 
gehdrigen Zeichnungen und den vorstehenden Anspru- 
chen deutlich werden. 
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Kurzbeschreibung der Zeichnungen 



Fig. 1 ist eine bildliche Darstellung einer Verkauferin 
an einer Kasse in einem Supermarkt die an einem Scan- 

40 ner bzw. einer Abtaststation Qber einem Scannerfenster 
gemafl der vorliegenden Erfindung einen Gegenstand 
bereithalt der ein Stichcodeetikett tragt 

Fig. 2 ist eine Schnittansicht des in Fig. 1 dargestell- 
ten Abtastfensters, welches ein Klebematerial, eine 

45 lichtdurchlassige Hartmetallschicht und eine lichtdurch- 
lassige Schmiermaterialschicht aufweist 

Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht einer weiteren 
AusfQhrungsform des Abtastfensters, welches eine licht- 
durchlassige Schicht aus Metalloxidmaterial und eine 

so lichtdurchlassige Schmiermaterialschicht bzw. Gleitma- 
terialschicht aufweist 

Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht einer weiteren 
AusfQhrungsform des Abtastfenster gemaB der vorlie- 
genden Erfindung, welches eine lichtdurchlassige Hart- 

55 materialschicht, eine lichtdurchlassige, schmierfahige 
Beschichtung und schlieBlich eine gleitfahige Polymer- 
beschichtung aufweist, 

Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht einer weiteren 
Ausfuhrungsform des Abtastfensters, wetches eine Bei- 

60 mischung aus Uchtdurchlassigen Metalloxiden und ein 
lichtdurchiassiges, schmierfahiges Beschichtungsmateri- 
al aufweist die beide auf einem Substrat abgeschieden 
sind, 

Fig. 6 ist eine seitliche Draufsicht auf ein Gerat be- 
es treffend ein Verfahren zur Herstellung des in den Fig. 1 
bis 5 dargestellten Abtastfensters unter Verwendung 
einer Magnetronsputtertechnik, 
Fig. 7 ist eine seitliche Draufsicht auf ein weiteres 
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Gerat betreffend ein Verfahren zur Herstellung des in Computer COM, der auf den Scanner S anspricht, um 

den Fig. 1 bis 5 dargestellten Abtastf ensters unter Ver- das Abtastsignal als Abtastdaten zu Interpretieren, wel- 

wendung einer Elektronenstrahlabscheidetechnik, che die abgetasteten Strichcodeetiketten bedeuten. Der 

Fig. 8 ist eine seitliche Draufsicht auf ein Gerat be- Computer COM steuert den Betrieb des Scanners S, 

treffend ein weiteres Verfahren zum Herstellen des in s legt fest, ob die Strichcodeetiketten oder Etikettenab- 

den Fig. 1 bis 5 dargestellten Abtastf ensters unter Ver- schnitte ordnungsgem&B abgetastet sind und ob gultige 

wendung einer lonenplattierungsabscheidetechnik und Abtastdaten erhalten wurden. 

Fig. 9 ist eine seitliche Draufsicht auf ein Gerat be- Es wird nun auf Fig. 2 Bezug genommen, in weicher 

treffend noch ein weiteres Verfahren zum Herstellen eine allgemeine Ausfiihrungsform der vorliegenden Er- 

des in den Fig. 1 bis 5 dargestellten Abtastfensters unter to findung dargestellt ist Insbesondere weist das Abtast- 

Einsatz einer lonenstrahl-Sputtertechnik. fenster W ein lichtdurchlassiges Substrat 10 auf, wel- 

chem ein Hartmaterial 8 folgt, das unmittelbar auf dem 

Genaue Beschreibung der bevorzugten Substrat 10 abgeschieden worden ist, sowie eine 

Ausf Ohrungsformen schmierfahige Beschichtung 6, die auf dem Hartmaterial 

15 8 abgeschieden ist Wahlweise kann das Abtastfenster 

Es wird nun auf Fig. 1 Bezug genommen, welche ein W eine lichtdurchlassige Klebmittekchicht 7 aufweisen, 

computergesteuertes Strichcodescannersystem ent- um den Zusammenhalt zwischen dem Substrat 10 und 

sprechend einer Anwendung der vorliegenden Erfin- dem Hartmaterial 8 zu gewahrleisten. Die BuBere 

dung darstellt, um Strichcodeetiketten abzutasten, um schmierfahige Beschichtung 6 des Scannerfensters W 

die aufgedruckten Daten des Stichcodes zu bestimmea 20 bildet eine Oberflache mit einem niedrigen Gleitreibun- 

Dieser Strichcodescanner ist in der Lage, ein Paar von gskoeffizienten. Es hat sich herausgestellt, daB ein Scan- 

Strichcodeetiketten abzutasten, um die darauf gedruck- ner- bzw. Abtastfenster, welches einen niedrigen Gleit- 

ten Strichcodes durch wiederholtes Verschwenken bzw. reibungskoeffizienten hat, viel weniger Beschadigung 

Durchlaufen eines Strahles in einer Folge von Abtast- erfahrt, wenn es einem Kratzen, Abrieb und anderen 

durchlaufen zu bestimmea Die fur das Scannen darge- 25 Formen von Abrasion ausgesetzt wird Hartmaterial 8 

botenen Etiketten sind typischerweise UPC-A-, EAN- schQtzt das brttchige Substrat 10 vor Beschadigung, wel- 

13* oder EAN-8-Etiketten. Wie allgemein bekannt ist* che durch die Kraft von Gegenstanden verursacht wird, 

hat jedes Etikett der UPC/EAN-Gruppe einen rechten die durch die schmierfahige Beschichtung 6 hindurch 

Abschnitt, weicher die Daten des rechten Segmentes eindringen. Gemeinsam bilden das Hartmaterial 8 und 

definiertund einen linken Abschnitt, weicher die Daten 30 die schmierfahige Beschichtung 6 den Film 4, weicher 

des linken Segmentes definiert bzw. festlegt Die Daten einen Schutz ftir das teure Substrat 10 bereitstellen. Als 

des linken Segmentes und des rechten Segmentes jedes Folge hiervon muB das Abtastfenster W weniger haufig 

Etikettes dieser Art kdnnen kombiniert werden, um eine ersetzt werden, so da3 die Wartungs- und Betriebsko- 

gultige Priifsumme zu bilden, wenn das Etikett korrekt sten hierdurch reduziert werden, 

abgetastet wurde. Fig. 1 ist eine bildliche Darstellung 35 Das Abtastf ensters ubstrat 10 wird vorzugsweise aus 

einer Verkauferin C an einer Kasse, wobei ein Laser- der Gruppe ausgewihlt, die aus Borosilicatglas besteht, 

scannersystem dieser Art verwendet wird, um den Auf- Natron-Kalk-Silicatglas (Floatgias), Glaskeramik, 

kleber bzw. das Etikett an einem Gegenstand abzuta- Quarz, BK 7 Glas und Fastquarz (Vycor ®), auch als 

sten. "near quartz" bezeichnet Bevorzugt ist das Substrat aus 

Die Angestellte C fUhrt den Gegenstand von Hand 40 einem Natron-Kalk-Silicatglas (Floatgias) gebildet. Bei- 

ilber eine Abtaststation uber ein Abtastfenster W hin- spiele von Borosilicatglas schlieflen Pyrex • und Tem- 

weg, welches weiter unten genauer beschrieben wird pax • ein und Beispiele von Glaskeramiken schlie&en 

Der Abtaststrahl tritt aus dem Abtastfenster W aus, um Robax Neoceram • und Pyroceram • ein. Das Hart- 

zu ermoglichen, daB er flber das Etikett hinweg entlang material 8 wird vorzugsweise ausgewahlt aus der Grup- 

eines Abtastweges verschwenkt wird. Ein Teil des von 45 pe, die besteht aus: Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, 

dem Etikett reflektierten Lichtes tritt von der Anord- Zirconoxid, Yttriumoxid, Diamantfilm, diamantartigem 

nung der Striche auf dem Etikett des Gegenstandes Kohlenstoff, Siliciumnitrid, Bornitrid und Kombinatio- 

nach unten hindurch. Dabei laBt man den Strahl sehr nen daraus. Am meisten bevorzugt ist das Hartmaterial 

schnell entlang einer Reihe von Abtastwegen schwen- 8 ein Metalloxid wie z. B. ein amorphes Aluminiumoxid 

ken bzw. hindurchfahren, die gemeinsam ein Abtastmu- 50 Dieses Material kostet wesentlich weniger als eine Plat- 

ster erzeugen, in welchem die Wahrscheinlichkeit einer te bzw. eine Schicht aus kristaltinem Saphir. Das Hart- 

erfolgreichen Abtastung sehr groB ist. Es ist erwilnscht, material 8 hat vorzugsweise eine Dicke im Bereich von 

daB das Abtastmuster derart verlauft, dafi es sehr wahr- etwa 50 bis etwa 10 000 Nanometer. Die schmierfahige 

scheinlich ist, daB zumindest ein Abtastweg das Etikett Beschichtung 6 wird vorzugsweise aus der Gruppe aus- 

in einer Richtung uberquert, die mehr oder weniger 55 gewahlt, die besteht aus: diamantartigem Kohlenstoff, 

senkrecht zu den Strichen verlauft, welche den Strich- Diamantfilm, Polyethylen, Siliconpolymeren, Poiytetra- 

code bilden bzw. ausmachen. GemaB der vorliegenden fluorethylen, Zinnoxid, Aluminiumoxid, Bornitrid, Indi- 

Erfindung, wird, wie weiter unten noch genauer disku- umoxid und Kombinationen hiervon- Besonders bevor- 

tiert werden wird, das Abtastfenster W so gestaltet, daB zugt ist es, wenn die schmierfahige Beschichtung 6 aus 

die Abtastung des Strichcodescannersystems nicht be- 60 einem diamantartigen Kohlenstoff besteht Es hat sich 

eintrachugt oder verandert wird herausgestellt, daB bestimmte Materialien sowohl als 

Das Strichcodescannersystem schlieBt einen Scanner Hartmaterial als auch als schmierfahiges Beschichtungs- 

8 ein, der Scannereinrichtungen auf weist, um einen Ab- material dienen kdnnen. Beispielsweise ist diamantarti- 

taststrahl Qber die Scanningstation hinweg zu ver- ger Kohlenstoff ein sehr hartes Material und hat zusatz- 

schwenken und um ein Abtast- bzw. Scansignal bereit- w lich einen sehr niedrigen Gleitreibungskoeffizienten. 

zustellen, welches die Markierungen auf den der Scan- Die Dicke der schmierf ahigen Beschichtung liegt vor- 

station dargebotenen Oberflachen anzeigt Der Scanner zugsweise im Bereich zwischen etwa 5 bis 5000 Nano- 

weist auch Rechnereinrichtungen auf, wie z. B. einen metern. Bevorzugt hat der Film 4 eine Gesamtdicke von 



DE 42 01 914 Al 



8 



weniger als etwa 5000 Nanometer, so dafl er die Licht- 
durchlassigkeit des Abtastfensters W nicht beeintrach- 
tigt Was dies betrifft, so hat das Abtastfenster W vor- 
zugsweise eine Durchiassigkeit von zumindest 75% fur 
Li cht von 633 Oder 670 Nanometer ( Weltenlange). 

Wie oben erwahnt, hat das Abtastfenster W eine ver- 
schleiBfeste bzw. verschleUJarme oder widerstandsfahi- 
ge auflere Oberflache. Die Beschichtung bzw. der Film 4 
des Abtastfensters W hat vorzugsweise eine Harte, die 
grdQer als 7 auf der Mohs-Skala ist und grdfler als 1500 
auf der Knoop-Skala ist Wie ebenfalls bereits erwahnt, 
hat das Abtastfenster W eine auflere Oberflache, die 
einen geringen Gleitreibungskoef fizienten hat. Was dies 
betrifft, so ist der Gleitreibungskoeffizient vorzugswei- 
se kleiner als etwa 0,25. Wahlweise kann der Film 4 
auflerdem noch ein Klebe mate rial 7 aufweisen, welches 
auf dem Substrat 10 abgeschieden sein kann, um die 
Keimbildung bzw. Kristallisation und die Haftung des 
harten Materials 8 an dem Substrat 10 zu fordern. Das 
Adhasions- bzw. Klebematerial 7wird vorzugsweise aus 
der Gruppe ausgewahlt, die besteht aus: Zinnoxid, Alu- 
miniumoxid, Bornitrid, Yttriumoxid, Schott-Verdamp- 
fungsgJas und Kombinationen hiervon. Weiterhin hat 
das Adhasionsmaterial 7 vorzugsweise eine Dicke in 
einem Bereich von etwa 5 bis 40 Nanometern. 

Es wird jetzt auf Fig. 3 Bezug genommen, in welcher 
eine Querschnittsansicht einer bevorzugten Ausfflh- 
rungsform ernes Abtastfensters W dargestellt ist, wel- 
ches ein Substrat 10 hat, das sich am Grund einer Ver- 
schmelzung von Mate rial schichten befindet Eine 
Schicht aus Hartmaterial 8 ist auf dem Substrat 10 abge- 
schieden. Ein Metalloxid 12 ist auf dem Hartmaterial 8 
abgeschieden, um als gleitfahige Beschichtung zu die- 
nea Das Metalloxid 12 und das Hartmaterial 8 bilden 
zusammen den Film 14, welcher die verschleiBfeste au- 
Bere Oberflache des Abtastfensters W bereitstellt. 
Ebenso wie bei der vorherigen AusfUhrungsform muB 
das Substrat 10 em lichtdurchlassiges Material sein und 
wird vorzugsweise aus der Gruppe ausgewlhlt, die be- 
steht aus: Borsilicatglas, Natron- Kalk-Silicatglas (Float- 
glas), Glaskeramik, Quarz, BK 7 Glas und near quartz 
bzw. Fastquarz (Vicor Vorzugsweise besteht das 
Substrat 10 aus Fioatglas. Beispiele von Borsilicatglas 
schlieBen Pyrex • und Tempax • ein und Beispiele von 
Glaskeramiken schlieBen Robax • Neoceram • und Py- 
roceram • ein. Bei dieser AusfOhrungsform ist das Hart- 
material 8 vorzugsweise ein MetaJInitrid und wird aus 
der Gruppe ausgewahlt, die besteht aus: Siliciumnitrid, 
Aluminiumnitrid und Bornitrid. Da alle diese Materia- 
lien und Kombinationen daraus eine starre und starke 
Mikrostruktur haben, bilden sie auBerordentlich harte 
Beschichtungen. Diese Metallnitride haben eine ver- 
gleichbare Schmierfahigkeit und bessere Harteeigen- 
schaften im Vergleich zu den zuvor erwahnten Metall- 
oxidea Sie bilden daher eine ausgezeichnete Schutz- 
schicht far das Substrat 10. 

Das Metalloxid 12 wird vorzugsweise aus der Gruppe 
ausgewahlt, die besteht aus : Aluminiumoxid, Zirconoxid, 
Zinnoxid, Indiumoxid, Yttriumoxid und Kombinationen 
aus diesen. Das am meisten bevorzugte Metalloxid 12 ist 
ein amorphes Aluminiumoxid mit einer Dicke im Be- 
reich von etwa 20 bis 5000 Nanometern. Weiterhin liegt 
die Dicke des Hartmaterials 8 vorzugsweise in einem 
Bereich von etwa 50 bis 10 000 Nanometern. Die wahl- 
weise vorzusehende Adhasionsschicht 7 ist in Fig, 3 
nicht dargestellt, kann jedoch auch bei dieser AusfOh- 
rungsform verwendet werdea Wenn sie im Rahmen 
dieser AusfOhrungsform verwendet wird, hat die Adha- 



sionsschicht 7 eine Dicke in einem Bereich von etwa 5 
bis 40 Nanometern. Vorzugsweise betragt die Gesamt- 
dicke aller dieser Schichten, aus welchen der Film 14 
besteht, weniger als etwa 5000 Nanometer. Das Abtast- 

5 fenster W hat also eine auBere Oberflache, die einen 
Film 14 aufweist, der sehr hart ist, jedoch einen niedri- 
gen Gleitreibungskoeffizienten hat Was dies betrifft, so 
hat das Abtastfenster W eine Harte. die gr6Ber ist als 7 
auf der Mohs-Skala und grfl&er als 1500 auf der Knoop- 

io Skala. Weiterhin betragt der Gleitreibungskoeffizient 
weniger als etwa 0,25. 

Es wird nun auf Fig, 4 Bezug genommen, in welcher 
eine weitere AusfOhrungsform eines Abtastfensters W 
dargestellt ist, welches ein Substrat 10 hat, das am 

is Grund einer Verschmelzung von Schichten liegt, die als 
Film 24 bezeichnet werden. Insbesondere ist der Film 24 
auf dem Substrat 10 abgeschieden und weist ein Hart- 
material 8, eine lichtdurchlassige, schmierfahige Be- 
schichtung 6 und ein lichtdurchlassiges, schmierf&higes 

20 Polymer 16 auf. Genauer gesagt ist das Hartmaterial 8 
auf dem Substrat 10 abgeschieden, gefolgt von der licht- 
durchtassigen, schmierfahigen Beschichtung 6, die auf 
dem Hartmaterial 8 abgeschieden wurde, SchlieBlich ist 
ein lichtdurchlassiges, schmierfahiges Polymer 16 auf 

25 die schmierfahige Beschichtung 6 aufgespruht worden, 
um den Gleitreibungskoeffizienten weiter zu reduzie- 
ren. Wie auch bei der vorherigen AusfOhrungsform bil- 
det der Film 24 hier eine verschleiBfeste auBere Oberfla- 
che mit einem niedrigen Gleitreibungskoeffizienten. 

30 Das Substrat 10 des Abtastfensters wird vorzugswei- 
se aus der Gruppe ausgewahlt, die besteht aus: Borsili- 
catglas, Natron- Kalk-Silicatglas (Fioatglas), Glaskera- 
mik. Quarz, BK 7 Glas und quarzahnliches bzw. Fast- 
quarz (Vicor*). Das am meisten bevorzugte Substrat 10 

35 wird wiederum aus einem Fioatglas gebildet Beispiele 
von Borsilicatglas schlieBen Pyrex • und Tempax • ein 
und Beispiele von Glaskeramiken schlieBen Robax • 
Neoceram • und Pyroceram • ein. Das Hartmaterial 8 
wird vorzugsweise aus der Gruppe ausgewahlt, die be- 

40 steht aus: Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, Zirconoxid, 
Yttriumoxid, Bornitrid, Diamantfilm, diamantartigem 
Kohlenstoff, Siuciumnitrid und Kombinationen von die- 
sen. Noch mehr bevorzugt ist es, wenn das Hartmaterial 
8 ein amorphes Aluminiumoxid ist. Das Hartmaterial 8 

45 hat vorzugsweise eine Dicke in einem Bereich von etwa 
50 bis etwa 10 000 Nanometern. Die schmierfahige Be- 
schichtung 6 wird vorzugsweise ausgewahlt aus der 
Gruppe, die besteht aus: diamantartigem Kohlenstoff, 
Bornitrid, Diamantfilm, Aluminiumoxid, Zinnoxid, Indi- 

50 umoxid und Kombinationen von diesen. Besonders be- 
vorzugt ist eine schmierfahige bzw. gleitfahige Be- 
schichtung 6, die aus diamantartigem Kohlenstoff be- 
steht Die Dicke der gleitf ahigen Beschichtung liegt vor- 
zugsweise in einem Bereich von etwa 25 bis 500 Nano- 

55 metern. Bevorzugt ist es, wenn die Gesamtdicke der 
Schichten, welche den Film 24 bilden, weniger als etwa 
5000 Nanometer betragt, so dafl die Lichtdurchlassig- 
keit des Abtastfensters W nicht beeintrachtigt ist und 
die Spannung auf diesem vermindert bzw. gering ist 

60 Was dies betrifft, so hat das Abtastfenster W vorzugs- 
weise eine Durchiassigkeit von zumindest 75% far Licht 
von 633 und 670 Nanometer (Wellenlange). 

Wie oben erwahnt, hat das Abtastfenster W erne har- 
te und verschleiflfeste auBere Oberflache. Der Film 24 

es des Abtastfensters W hat vorzugsweise eine Harte, die 
grflfler als 7 auf der Mohs-Skala und grdQer als 1500 auf 
der Knoop-Skala ist Wie ebenfalls oben erwahnt, hat 
das Abtastfenster W eine auflere Oberflache, die einen 
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niedrigen Gleitreibungskoeffizienten hat Was dies be- kompatibe) bzw. gleichwertig sind Vcrfahrcn wic die 
trifft, so betragt der Gleitreibungskoeff izient vorzugs- Ionenplattierungsreaktion, das lonenstrahlsputtern und 
weise weniger als etwa 0.25. Wahlweise kann der Film die Elektronenabscheidung. Zusfitzlich zu dem Verfah- 
24 auBerdem ein Adhasionsmaterial aufweisen, das auf ren der vorliegenden Erfindung, welches die Abschei- 
dem Substrat 10 abgeschieden sein kann, urn die Keim- 5 dung mittels Sputtern verwirklicht, schlieBen andere 
bildung und die Haftung des Hartmaterials 8 an dem Verfahren der vorliegenden Erfindung diese Techniken 
Substrat 10 zu fordern. Das Adhasionsmaterial 14 wird ein, die weiter unten genauer diskutiert werden. 
vorzugsweise aus der Gruppe ausgewahlt die besteht Betreffend das Verfahren, welches sich auf das Plas- 
aus: Zinnoxid, Aluminiumoxid, Bornitrid, Yttriumoxid, masputtern bezieht das in Fig, 6 dargestellt ist ist ein 
Schott-Verdampfungsglas und Kombinationen von die* 10 Magazin 62 dargestellt und enthalt ein Volumen mit 
sen. Weiterhin hat das Adhasionsmaterial 14 eine Dicke Substraten 10, die zu einem Abtastf enster W mit einem 
in einem Bereich von etwa 5 bis 40 Nanometern. Film beschichtet werden sollen. Der Vorteil des vorlie- 
Es wird jetzt auf Fig. 5 Bezug genommen, in welcher genden Verfahrens Kegt darin, daB es von selbst zu ei- 
eine weitere AusfQhrungsform eines Abtastfensters W nem kontinuierlichen Herstellungsvorgang fflhrt, wo- 
dargesteUt ist Der Film 34 bildet eine harte und ver- 15 durch sehr schnell Abtastfenster gem&B der vorliegen- 
schleiBfeste SuOere Oberflache auf dem Abtastfenster den Erfindung zu betrachtlich geringeren Kosten herge- 
Vv\ Genauer gesagt ist der Film 34 auf einem Substrat 10 stellt werden. Das Substrat 10 tritt in eine Vakuumkam- 
abgeschieden und weist eine Beimengungsschicht aus mer 50 ein, in der ein Druck aus einem reaktiven Gas 
einem lichtdurchlassigen, metallischen Material 32 und und einem inerten Gas herrscht Das inerte Gas ist vor- 
einer lichtdurchlassigen Materialschicht 31 aus einer 20 zugsweise Argon, es kann jedoch auch irgendein ande- 
gleitfahigen Beschichtung auf, die darauf abgeschieden res nicht reaktives Material in Gasform statt dessert 
ist Die Gesamtdicke der Materialschichten, welche den eingesetzt werden. Das gewOnschte reaktive Gas und/ 
Film 34 bilden, betragt weniger als 10 000 Nanometer, oder inerte Gas tritt von dem Einlafi 66 in die Vakuum- 
so daB die Lichtdurchiassigkeit des Abtastfensters W kammer 50 ein, wobei der Einlafi 66 typischerweise 
nicht becintrachtigt wird und die Spannung in bzw. auf 25 oben an der Vakuumkammer 50 angeordnet ist Der 
dem Abtastfenster W minimal gehalten wird. Partialdruck des Inertgases in der Vakuumkammer 50 
Die Beimengungsschicht 32 des Filmes 34 weist Mate- liegt vorzugsweise in einem Bereich von etwa 1 0~ 2 bis 
rialien auf, die ausgewahlt sind aus der Gruppe, welche 10~ 3 torr. In der Vakuumkammer 50 sind Elektroden 64 
besteht aus: Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, Zircon- und 68 diametral einander gegenQber oben bzw. unten 
oxid, Yttriumoxid, Siliciumnitrid, Bornitrid und Kombi- 30 angeordnet An der Elektrode 64 ist das Abscheidema- 
nationen von diesen. Das gleitfahige Beschichtungsma- terial 54 angebracht und ist typischerweise eines der im 
terial 31 ist ausgewahlt aus der Gruppe, welche besteht Zusammenhang mit den Fig. 2 bis 5 beschriebenen 
aus: diamantartigem Kohlenstoff, Diamantfilm, Borni- Filmmaterialien, welche das Hartmaterial 6 und das 
trid, Aluminiumoxid, Zinnoxid, Indiumoxid und Kombi- gleitfahige Beschichtungsmaterial 6 einschlieBen, je 
nationen von diesen. Dabei ist zubeachten, daB die Bei- 33 nachdem welche der verschiedenen Ausfuhrungsfor- 
mengung der Schicht 32 irgendwelche Kombinationen men des Abtastfensters W hergestellt wird. Das Sub- 
von Metalloxiden oder Metallnitriden oder ahnlichen strat 10 ist an der Elektrode 68 angeordnet Beide Elek- 
Materialien enthalten kann. Der Film 34 des Abtastfen- troden 64 und 68 sind mit einer auBeren Spannungsquel- 
sters W hat vorzugsweise eine Harte, die gr6Ber ist als 9 le 52 verbunden, die die notwendige Spannungsdiff e- 
auf der Mohs-Skaia und grofler als 1500 auf der Knoop- ao renz far die Sputterabscheidung bereitstellt Ene 
Skala. Wie oben erwahnt, hat die gleitfahige Beschich- Stromversorgung 56 ist auflerhalb der Vakuumquelle 50 
tung 31 des Abtastfensters W eine auBere Oberflache, angeordnet und wird verwendet urn ein gasformiges 
die einen niedrigen Gleitreibungskoeffizienten hat Was Plasma 58 gemaB der vorliegenden Erfindung zu erzeu- 
dies betrifft, so ist der Gleitreibungskoeffizienten vor- gen. Es versteht sich, daB die Stromversorgung 56 vor- 
zugsweise kleiner als etwa 0.25. Wahlweise kann der 45 zugsweise eine RF(Radiofrequenz)-Spannungsque1le ist, 
Film 34 weiterhin ein Adhasionsmaterial aufweisen, wel- wahlweise jedoch auch eine Gleichspannungsquelle sein 
ches auf dem Substrat 10 abgeschieden sein kann, urn kann. Beide Typen von Stromqueilen erzeugen ausrei- 
die Keimbildung und Adhasion des Filmes 34 an dem chenderweise das erforderliche gasfdrmige Plasma 56, 
Substrat 10 zu fordern. Das Adhasionsmaterial wird das fur die Sputterabscheidung benotigt wird. 
vorzugsweise aus der Gruppe ausgewahlt, die besteht 50 Nach der Sputterabscheidung veriaBt ein beschichte- 
aus: Zinnoxid, Aluminiumoxid, Bornitrid, Yttriumoxid, tes Substrat 70 die Vakuumkammer 50 zu einer Spriih- 
Schott-Verdampfungsglas und Kombinationen von die- kammer 60 hin, in welcher ein gleitfahiges Beschich- 
sen. Weiterhin hat das Adhasionsmaterial eine Dicke im tungsmaterial auf das beschichtete Substrat 70 aufge- 
Bereich von 5 bis 40 Nanometern. Unabhangig von den spruht werden kann. Es versteht sich, daB nur solche 
fQr den Film 34 ausgewahlten MateriaJien, ist die Ge- ss Materialien, die durch ein Sprtthverfahren abgeschieden 
samtdicke des Filmes 34 vorzugsweise kleiner als etwa werden k6nnen, in der SprUhkammer 60 verwendet 
5000 Nanometer, werden dtirfen. Insbesondere kttnnen nur schmierf ahige 
Es wird nun auf Fig. 6 Bezug genommen, in welcher bzw. gleitfahige Polymere wie z. B. Polyethylen, Silicon- 
ein Verfahren zum Herstellen eines Abtastfensters W polymere und Polytetrafluorethylen durch Spriihen auf 
der vorliegenden Erfindung dargestellt ist. Das in Fig. 6 a> das beschichtete Substrat 70 aufgebracht bzw. auf die- 
dargestellte Verfahren bezieht sich auf die Abscheidung sem abgeschieden werden. Gleitfahige Beschichtungs- 
mittels Plasmasputtern. Es ist darauf hinzuweisen, daB materialien wie z. B. Polyethylen, Siliconpolymere und 
andere Abscheidetechniken, die den Fachleuten auf dem Polyfluorethylen kOnnen auf das beschichtete Substrat 
Gebiet der Vakuumabscheidung von Filmen bekannt 70 unmittelbar nach der Sputterabscheidung aufge- 
sind, verwendet werden kdnnen, urn irgendeine der vor- as spruht werden, urn so den Produktionsdurchsatz zu be- 
stehend erwahnten Ausfuhrungsformen des Abtastfen- schleunigen. Desgleichen kann das beschichtete Sub- 
sters W herzustellen. Genauer gesagt sind andere Tech- strat 70 in der Spriihkammer 60 einem Nachtemperpro- 
niken, die fur die Herstellung des Abtastfensters W zeB unteraogen werden, urn das Abtastfenster W zu 



11 



DE 42 01 914 Al 



12 



verstarken bzw. fester oder stabiler zu machen. Wahl- 
weise kann der Tempervorgang auch irgendwo auBer- 
halb der Spruhkammer 60 stattfindeit Wenn ein gleitfa- 
higes Beschichtungsmaterial wie im Zusammenhang mit 
den Fig. 2 bis 5 beschrieben, aus der Gruppe ausgewahlt 
wird, die aus Bornitrid, Aluminiumoxid, Zinnoxid, Indi- 
umoxid und ftombinationen von diesen besteht, so wird 
das gleitfahige Beschichtungsmaterial 6 vorzugsweise 
durch eine WiederhoJungder zuvor erwahnten Magnet- 
ronsputtertechnik auf dem beschichteten Substrat 70 
abgeschieden oder erfahrt eine andere Abscheidetech- 
nik. Wenn das gleitfahige Beschichtungsmaterial 6 dia- 
mantartiger ICohlenstoff oder ein Diamantfilm ist wird 
das beschichtete Substrat 70 vorzugsweise einer Ab- 
scheidung durch Ionenstrahlsputtern oder einer chemi- 
schen Dampf abscheidung ausgesetzt 

Was die speziellen auf einanderfolgenden Schritte be- 
trifft, die zu dem Verfahren gemaB der vorliegenden 
Erfindung gehoren, so wird anfanglich das Hartmaterial 
8 an der Etektrode 64 angeordnet und das Substrat 10 
wird an der Elektrode 68 angeordnet Das reaktive Gas 
und/oder das inerte Gas wird bzw, werden bei 66 einge- 
fQhrt und sind in der Vakuumkammer 50 in dem ge- 
wQnschten Druckbereich enthalten. Als nachstes wird 
die Frequenzquetle 56 verwendet, um ein gasfdrmiges 
Plasma 58 zwischen den Elektroden 64 und 68 zu erzeu- 
gen. Das gasfdrmige Plasma 58 weist Elektronen, ioni- 
siertes inertes und ionisiertes reaktives Gas auf sowie 
ionisiertes Abscheidematerial 54. Eine relativ groQe Po- 
tentialdifferenz wird dann zwischen den Elektroden 64 
und 68 angelegt Diese grofle Poteniialdifferenz zwi- 
schen den Elektroden 64 und 68 ionisiert das Abscheide- 
material 54 und entfernt Ionen des Abscheidematerials 
54 von der Elektrode 64 und beschleunigt sie in Rich- 
tung auf das Substrat 10 zwecks Niederschiag bzw. Ab- 
scheidung. Genauer gesagt kommen energiereiche Io- 
nen aus dem gasformigen Plasma 58 aus Zufallsrichtun- 
gen und schiagen Ionen des Abscheidematerials 54 her- 
aus in Richtung der Elektrode 68 und des Substrates 10, 
Sie werden in diese Richtung gelenkt als Folge des an 
den Elektroden 64 und 68 angelegten Potentials. Diese 
Sputterabscheidung wird fortgesetzt bis die gewtinsch- 
te Dicke des Abscheidematerials 54 auf dem Substrat 10 
niedergeschlagen ist Danach kann, wie oben beschrie- 
ben, das beschichtete Substrat 10 einer weiteren Sput- 
terabscheidung oder einer Spruhabscheidung einer 
gleitfahigen Beschichtung unterzogen werden. Diese 
Wahl hangt lediglich von der speziellen Ausftihrungs- 
form des herzustellenden Abtastfensters W ab. 

Es wird jetzt auf Fig. 7 Bezug genommen, in welcher 
noch ein weiteres Verfahren zum Hersteilen der zuvor 
erwahnten AusfUhrungsformen des Abtastfensters W 
dargestellt ist Die Fig. 7 ist auf ein Verfahren gemaB der 
vorliegenden Erfindung gerichtet, welche eine Elektro- 
nenstrahlabscheidetechnik beinhaltet, wobei Abschei- 
dematerial 54 auf dem Substrat 10 abgeschieden wird 
und damit das Abtastfenster W bildet Wie oben er- 
wahnt kann das Abscheidematerial 54 irgendeines der 
Filmmaterialien aufweisen bzw. aus diesem bestehen, 
wie sie im Zusammenhang mit den Fig. 2 bis 5 beschrie- 
ben wurden, einschlieBlich des Hartmateriais 8 und der 
gleitfahigen Beschichtung 6. Die Vakuumkammer 50, 
die jetzt auf eine Elektronenstrahlabscheidung einge- 
richtet bzw. abgestellt ist, weist einen rotierenden Sub- 
strathalter 78 auf, der eine Mehrzahl von Substraten 10 
htlt und wahrend der Elektronenstrahlabscheidung 
dreht Sauerstoff oder andere erwOnschte Gase werden 
Qber einen EinlaO 72 in die Vakuumkammer 50 eingelas- 



sen. In der Vakuumkammer 50 befindet sich auch eine 
Elektronenstrahlverdampfungsquelle. Abscheidemate- 
rial 54 ist in dem Herd bzw. der Of enform 86 angeordnet 
und wird einem Strom von Elektronen 76 in hoher Dich- 

a te ausgesetzt, die von einer Elektrodenfadenquelle 82 
ausgesandt werden. Ein Strahlablenker 84 richtet den 
Strahl von Elektronen 76 von der Elektrodenfadenquel- 
le 82 so, daB er auf das Abscheidematerial 54 auftrifft 
welches in dem Herd bzw. Tiegel 86 angeordnet ist 

to Durch den auftreffenden Strom von Elektronen steigt 
die Temperatur des Abscheidematerials 54 bis auf den 
Verdampfungspunkt an. Die Verdampfung des Materi- 
als 54 setzt sich fort bis die gewtinschte Menge von 
Abscheidematerial 54 auf den Substraten 10 abgeschie- 

15 den ist Sowohl wahrend als auch nach der Dampfab- 
scheidung werden die Substrate 10 in der Vakuumkam- 
mer 50 mit Hilfe einer Heizquelle 80 erhitzt. 

Nachdem die gewtinschte Abscheidung erreicht ist, 
konnen die Substrate 10 zu einer Spruhkammer trans- 
it) porttert werden, wie in Fig. 6 dargestellt, und konnen 
mit einem lichtdurchlassigen, gleitfahigen Polymer be- 
sprOht werden, wie z. a Polyethylen, Siliconpolymere 
und Polytetrafluorethylen, um damit ein Abtastfenster 
W zu bilden. Wahlweise kann das Abtastfenster W auch 

25 nachtraglich getempert werden, um die Festigkeit und 
die Hafteigenschaften des Abtastfensters W zu verbes- 
sern. Wenn das gleitfahige Beschichtungsmaterial 6, wie 
es im Zusammenhang mit den Fig. 2 bis 5 beschrieben 
wurde, aus der Gruppe ausgewahlt wird, die besteht aus: 

30 Bornitrid, Zinnoxid, Aluminiumoxid und Kombinatio- 
nen von diesen, so wird das gleitfahige Beschichtungs- 
material 6 vorzugsweise dadurch auf das beschichtete 
Substrat aufgebracht, daB die zuvor erwShnte Elektro- 
nenstrahlabscheidetechnik wiederholt wird oder daB ei- 

35 ne andere Abscheidetechnik vorgenommen wird. Wenn 
das gleitfahige Beschichtungsmaterial 6 ein diamantarti- 
ger Kohlenstoff oder ein Diamantfilm ist, wird das be- 
schichtete Substrat 70 vorzugsweise einer lonenstrahl- 
sputterabscheidung oder einer chemischen Dampfab- 

40 scheidung ausgesetzt 

Es wird jetzt auf Fig. 8 Bezug genommen, in welcher 
noch eine weitere Ausfuhningsform zur Herstellung der 
zuvor erwahnten Ausfilhrungsformen des Abtastfen- 
sters W dargestellt ist. Fig. 8 bezieht sich auf eine Ab- 

45 scheidetechnik durch lonenplattierung. Die Vakuum- 
kammer 50 schlieBt in ihrem Inneren eine Elektronen- 
strahlverdampfungsquelle 86 ein, um das Abscheidema- 
terial 54 auf dem Substrat 10 abzuscheiden, um so, wie 
auch zuvor, ein Abtastfenster W zu bilden. Wie oben 

so erwahnt, kann das Abscheidematerial 54 irgendeines 
der Filmmaterialien aufweisen, die oben einschlieBlich 
des Hartmateriais 8 und des gleitfahigen Materials 6 
beschrieben worden sind. Die Vakuumkammer 50 weist 
einen rotierenden Substrathalter 100 auf, der eine 

55 Mehrzahl von Substraten 10 w&hrend des Verfahrens 
gemaB der vorliegenden Erfindung halt und dreht Sau- 
erstoff oder andere gewtinschte Gase treten bei 94 in 
die Vakuumkammer 50 ein. 
Das Abscheidematerial 54 wird in dem Herd bzw. 

60 Tiegel 86 angeordnet und einem hochdichten Strom von 
Elektronen 76 ausgesetzt, die von einer Elektronenfa- 
denquelle 82 emittiert werden. Ein Strahlablenker 84 
richtet den Strahl von Elektronen 76 von der Elektro- 
nenfadenquelle 82 so, daB er auf das Abscheidematerial 

65 54 auftrifft, welches in dem Tiegel 86 angeordnet ist. 
Durch den auf das Abscheidematerial 54 auftreffenden 
Strom von Elektroden steigt die Temperatur des Ab- 
scheidematerials 54 bis auf den Verdampfungspunkt an. 
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Der Strahl von Elektronen 76 von hoher Dichte ent- 
spricht vorzugsweise einem Strom in cincm Bereich von 
etwa 100 bis 200 Ampere und erzeugt mehrfachionisier- 
te Zustande in dem Verdampfungsstrom. Das ionisierte 
Verdampf ungsmaterial bzw. die ionisierten Teilchen des 5 
verdampf ten Materials werden in Richtung auf den Sub- 
strathalter angezogen und beschleunigt Die Verdamp- 
fung des Abscheidematerials 54 wird fortgefilhrt bis die 
gewflnschte Menge von Abscheidemateriai 54 auf den 
sich drehenden Substraten 10 abgeschieden ist Die Vor- 10 
teile des Ionenplattierungsprozesses liegen darin, daB in 
der Filmschicht Massivkorpereigenschaften bzw. Voll- 
kdrpereigenschaften (Balg-Eigenschaften) erzielt wer- 
den und daQ kein Erhitzen erforderlich ist. Letzterer 
Vorteil la St sich in eine schnellere Herstellungszeit um- 15 
setzen. 

Nachdem die gewunschte Abscheldung erreicht ist 
konnen Substrate 10 mit einer lichtdurchlassigen Gleit- 
beschichtung besprUht werden, wie z. B. einem der zu- 
vor erwahnten Gleitpolymere, um damit das Abtastfen- 20 
ster W zu bilden. Wahlweise kann das Abtastfenster W 
nachtraglich getempert werden, um die Festigkeit und 
die Haftungseigenschaften des Abtastfensters W zu ver- 
bessern. Wenn das gleitfahige Beschichtungsmaterial 6, 
wie im Zusammenhang mit den Fig* 2 bis 5 beschriebea 25 
aus der Gruppe ausgewahlt wird, die aus Bornitrid, Alu- 
miniumoxid, Zinnoxid, [ndiumoxid und Kombinationen 
hiervon besteht so wird das gleitfahige Beschichtungs- 
material 6 vorzugsweise dadurch auf das beschlchtete 
Substrat 70 aufgebracht, daB die zu vor erwahnte Ionen- 30 
plattierungsabscheidetechnik wiederholt wird oder daB 
irgendeine andere Abscheidetechnik vorgenommen 
wird Wenn die Gleit beschichtung 6 aus diamantartigem 
Kohlenstoff oder Diamantfilm besteht, wird das be- 
schichtete Substrat vorzugsweise einer lonenstrahlab- 35 
scheidung oder einer chemischen Dampfabscheidung 
ausgesetzt 

Es wird jetzt auf Fig. 9 Bezug genommen, in welcher 
eine weitere AusfOhrungsform zur Herstellung der zu- 
vor erwahnten Ausfilhrungsformen eines Abtastfen- 40 
sters W dargestellt ist Fig. 9 richtet sich auf ein Verfah- 
ren gemaB der voriiegenden Erfindung, welches eine 
Sputtertechnik mit reaktiven Ionen emschlieBt Eine Va- 
kuumkammer 50, wie im Zusammenhang mit Fig. 7 be- 
schrieben, ist dargestellt und enthalt einen Substrathal- 45 
ter 78, der eine Mehrzahl von Substraten 10 halt und 
dreht und enthalt auch eine Heizquelle 80, um die Sub* 
strate 10 wahrend der Abscheidetechnik bzw. w&hrend 
des Abscheidevorganges zu erhitzen. Eine groBe lo- 
nenkanone 124 ist in der Vakuumkammer 50 angeord- 50 
net und wird verwendet, um die reaktiven Gasionen und 
die Inertgasionen zu ionisieren und zu beschleunigen, 
welche durch den EinlaB 72 eimreten. Vorzugsweise ist 
das Inertgas Argon. In der Vakuumkammer 50 ist auch 
das Zielmaterial 121 (Target-Material) enthalten, wel- 55 
ches unmittelbar vor der Ionenkanone 124 angeordnet 
ist. Wahrend des lonenstrahisputtervorganges ionisiert 
die Ionenkanone 124 das reaktive Gas und das Inertgas, 
so daB Atome aus dem Zielmaterial bzw. Target-Mate- 
rial 121 entfernt bzw. herausgeschlagen werden. Die &o 
Atome des Target-Materials reagieren dann mit den 
Ionen des reaktiven Gases, um eine Beschichtung auf 
den Substraten 10 zu bilden. Vorzugsweise wird das 
Target-Material 121 aus der Gruppe ausgewahlt, die 
besteht aus: Aluminium, Bor, Silicium, Zircon, Yttrium « 
und Kombinationen von diesen. Die Atome dieser Ma- 
terialien reagieren alle mit dem reaktiven Gas, welches 
typischerweise Sauerstoff oder Stickstoff ist und erzeu- 
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gen damit eine Metalloxid- oder Metallnitridbeschich- 
tung auf den Substraten 10. 

Das gleitfahige Beschichtungsmaterial wird danach 
auf die Substrate 10 aufgebracht, mdem das Target-Ma- 
terial 121 durch das des gleitfahigen Materials ausge- 
wechselt wird. Die oben beschriebene Sputtertechnik 
wird dann wiederholt wodurch erne zweite Beschich- 
tung auf den Substraten 10 gebildet wird, welche ein 
gleitfahiges Material aufweist Damit wird gemaB der 
voriiegenden Erfindung ein Abtastfenster W gebildet 
bei welchem ein hartes Material auf einem Substrat 10 
abgeschieden ist worauf anschiieBend ein gleitfahiges 
Beschichtungsmaterial auf dem Hartmaterial abge- 
schieden ist Es versteht sich, daB in ahnlicher Weise 
auch irgendeine andere AusfOhrungsform, wie sie im 
Zusammenhang mit den Fig. 2 bis 5 beschrieben worden 
sind, hergestellt werden kann. 

In Anbetracht der Beschreibung der Erfindung im 
einzelnen und un ter Bezug auf die bevorzugten Ausfilh- 
rungsformen der Erfindung ist es offensichUich, daB 
auch andere Ausgestaltungen und Variationen m6glich 
sind, ohne vom Rahmen der Erfindung abzuweichen, der 
durch die zugehorigen AnsprQche def iniert ist. 

Patentanspruche 

L Abtastfenster, durch welches ein Laserstrahl ge- 
richtet wird, um ein Abtastmuster fur einen Laser- 
scanner festzulegen, wobei das Abtastfenster auf- 
weist: 

a) ein Substrat, welches aus einem Hchtdurch- 
lassigen Materia] gebildet ist das es ermog- 
licht einen Laserstrahl hindurchzuschicken 
und das Abtastmuster zu definieren, 

b) ein lichtdurchlassiges hartes Material, wel- 
ches auf dem Substrat abgeschieden ist und 

c) ein lichtdurchlassiges gleitfahiges Beschich- 
tungsmaterial, welches auf dem harten Materi- 
al abgeschieden ist so daB das Abtastfenster 
eine verschleiflfeste auflere Oberflache mit ei- 
nem niedrigen Gleitreibungskoeffizienten hat 

2. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Substrat aus der Gruppe ausge- 
wahlt ist welche besteht aus: Borsiiicatglas, Na- 
tron-Kalk-Silicatglas (Floatglas), Glaskeramik, 
Quarz, Fastquarz, BK 7 Glas und Kombinationen 
von diesen. 

3. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Hartmaterial aus der Gruppe aus- 
gewahlt ist die besteht aus: Aluminiumoxid, Alurni- 
niumnitrid, Zirconoxid, Yttriumoxid, Diamantfilm, 
diamantartiger Kohlenstoff, Siliciumnitrid, Borni- 
trid und Kombinationen von diesen. 

4. Abtastfenster nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Hartmaterial Aluminiumoxid ist 
und eine Dicke in einem Bereich von etwa 50 Nano- 
meter bis 1 0 000 Nanometer hat. 

5. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ die gleitfahige Beschichtung aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die besteht aus: diamantar- 
tigem Kohlenstoff, Diamantfilm, Poiytetrafluoret- 
hylen, Polyethylen, Zinnoxid, Indiumoxid, Silicon- 
polymere, Bornitrid, Aluminiumoxid und Kombina- 
tionen von diesen. 

6. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die gleitfahige Beschichtung diamant- 
artiger Kohlenstoff ist 

7. Abtastfenster nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 



DE 42 01 914 Al 
15 16 



zeichnet, dafl der diamantartige Kohlenstoff eine 
Dicke im Bereich von ctwa 5 bis 5000 Nanometer 
hat. 

8. Abtastfenster nach Anspruch 3 1 dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Beschichtung eine Durchlassig- 5 
keit von mindestens 75% fOr Licht von 633 bis 670 
Nanometer hat. 

9. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch ge kenn- 
zeichnet dafl die gleitfahige Beschichtung und das 
Hartmaterial eine Dicke haben, die weniger als et- 10 
wa 10 000 Nanometer betragt 

10. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Hartbeschichtung eine Harte 
hat, die auf der Mohs-Skala grOfler als 7 und auf der 
fCnoo P'Slcala grofler als 1 500 ist 15 

11. Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Beschichtung einen Gleitrei- 
bungskoeffizienten von weniger als 0,25 hat 

12 Abtastfenster nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl auf dem Substrat ein lichtdurch- 20 
lassiges Adhasionsmaterial abgeschieden ist 

13. Abtastfenster nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl das Adhasionsmaterial aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, welche besteht aus: Alumi- 
niumoxid, Zinnoxid, Bornitrid, Yttriumoxid, Schott- 25 
Verdampfungsglas und Kombinationen hiervon. 

14. Abtastfenster* durch welches ein Lasers trahl ge- 
richtet wird, urn ein Abtastmuster fiir einen Laser- 
scanner festzulegen, wobei das Abtastfenster auf- 
weist: 30 

a) ein Substrat, welches aus einem Hchtdurch- 
lassigen Material gebildet ist, das es ermdg- 
licht, einen Laserstrahl hindurchzuschicken 
und das Abtastmuster zu definieren, 

b) ein lichtdurchlassiges hartes Material, wel- 35 
ches auf dem Substrat abgeschieden ist und 

c) ein lichtdurchlassiges Metalloxid, welches 
auf der Beschichtung aufgebracht ist, was zu 
einem Abtastfenster fuhrt, das eine verschleifl- 
feste auflere Oberflache mit einem niedrigen 40 
Gleitreibungskoeff izienten hat 

15. Abtastfenster nach Anspruch 14, wobei das 
Hartmaterial ein Metailnitrid ist 

16. Abtastfenster nach Anspruch 15, wobei das Me- 
tailnitrid aus der Gruppe ausgewahlt wird, welche 45 
besteht aus: Siliciumnitrid, Aluminium nitrid und 
Bomitrid 

17. Abtastfenster nach Anspruch 15, wobei das Me- 
tailnitrid eine Dicke im Bereich von etwa 50 bis 

10 000 Nanometer hat 50 
18w Abtastfenster nach Anspruch 14, wobei das Sub- 
strat aus der Gruppe ausgewahlt ist die besteht 
aus: Borsilicatglas, Natron- Kalk-Silicatglas (Float- 
glas), Glaskeramik, Quarz, BK 7 Glas, Pastquarz 
und Kombinationen von diesen. 55 

19. Abtastfenster nach Anspruch 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl das Metalloxid aus der Gruppe 
ausgewahlt ist, die besteht aus: Aluminiumoxid, Zir- 
conoxid, Yttriumoxid, Zinnoxid, Indiumoxid und 
Kombinationen von diesen. 60 

20. Abtastfenster nach Anspruch 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl das Metalloxid Aluminiumoxid 
ist und eine Dicke hat, die in einem Bereich von 
etwa 20 Nanometer bis etwa 10000 Nanometer 
liegt 65 

21. Abtastfenster nach Anspruch 14, wobei die 
Hartbeschichtung eine Harte hat, die auf der Mohs- 
Skala grofler als 7 und auf der Knoop-SkaJa grdfler 



als 1500 ist 

22. Abtastfenster nach Anspruch 14, wobei der 
niedrige Gleitreibungskoeffizient kleiner als 0,25 
ist 

23. Abtastfenster nach Anspruch 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl es ein Adhasionsmaterial auf- 
weist, welches zwischen dem Substrat und dem 
Hartmaterial angeordnet 1st, urn eine feste Haftung 
zwischen dem Substrat und dem Hartmaterial zu 
fdrdern. 

24. Abtastfenster nach Anspruch 23, wobei das Ad- 
hasionsmaterial aus der Gruppe ausgewahlt ist, die 
besteht aus: Zinnoxid, Aluminiumoxid, Bomitrid, 
. Yttriumoxid, Schott- Verdampfungsglas und Kom- 
binationen von diesen. 

25. Abtastfenster, durch welches ein Laserstrahl ge- 
richtet wird, um ein Abtastmuster fQr einen Laser- 
scanner zu defimeren, wobei das Abtastfenster auf- 
weist: 

a) ein Substrat, welches aus einem lichtdurch- 
lassigen Material gebildet ist, das es ermdg- 
licht, einen Laserstrahl hindurchzuschicken 
und das Abtastmuster zu definieren, 

b) ein lichtdurchlassiges hartes Material, wel- 
ches auf dem Substrat abgeschieden ist, und 

c) ein lichtdurchlassiges gleitfahiges Beschich- 
tungsmateriai, welches auf dem Hartmaterial 
abgeschieden ist, was zu einem solchen Ab- 
tastfenster fuhrt, das eine harte und abrasions- 
feste auflere Oberflache mit einem geringen 
Gleitreibungskoeffizienten hat, und 

d) ein lichtdurchlassiges, gleitfahiges Polymer, 
welches auf der gleitfahigen Beschichtung ab- 
geschieden bzw. niedergeschlagen ist, um den 
Gleitreibungskoeffizienten weiter zu reduzie- 
ren. 

26. Abtastfenster nach Anspruch 25, wobei die ge- 
meinsame Gesamtdicke des Hartmaterials, des Be- 
schichtungsmaterials, des Hartmaterials und des 
Polymers weniger als 10 000 Nanometer betragt 

27. Abtastfenster nach Anspruch 25, wobei das 
gleitfahige Polymer aus der Gruppe ausgewahlt ist, 
die besteht aus: Silikonpoiyrnere, Polytetrafluoret- 
hylen, Polyethylen und Kombinationen von diesen. 

28. Abtastfenster nach Anspruch 27, wobei das 
gleitfahige Polymer Polyethylen ist 

29. Abtastfenster nach Anspruch 25, wobei das 
Hartmaterial aus der Gruppe ausgewahlt ist, die 
besteht aus: Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, Zir- 
conoxid, Yttriumoxid, Bomitrid, Diamantfum, dia- 
mantartiger Kohienstoff, Siliciumnitrid und Kombi- 
nationen von diesen. 

30. Abtastfenster nach Anspruch 25, wobei die 
gleitfahige Beschichtung ausgewahlt wird aus der 
Gruppe, die besteht aus: diamantartigem Kohien- 
stoff, Diamantfilm, Bomitrid, Aluminiumoxid, Zinn- 
oxid, Indiumoxid und Kombinationen von diesen. 

31. Abtastfenster, durch welches ein Laserstrahl ge- 
richtet wird, um ein Abtastmuster fur einen Laser- 
scanner festzulegen, wobei das Abtastfenster auf- 
weist: 

a) ein Substrat, welches aus einem lichtdurch- 
lassigen Material gebildet ist, das es ermog- 
licht, einen Laserstrahl hindurchzuschicken 
und das Abtastmuster zu definieren, 

b) eine Mischung von zumindest zwei licht- 
durchlassigen Metalloxiden, welche auf dem 
Substrat abgeschieden sind, und 
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c) ein lichtdurchlassiges glcitf ahiges Beschich- 
tungsmaterial, welches auf der Mischung ab- 
geschieden ist, was zu einem solchen Abtast- 
fenster fQhrt, das eine verschleiBfeste auBere 
Oberflache mil einem niedrigen Gleitreibun- s 
gskoeffizienten hat 

32. Abtastfenster nach Anspruch 31, wobei die Mi- 
schung eine Dicke hat, die weniger als 10 000 Na- 
nometer betrfigt 

33. Abtastfenster nach Anspruch 31, dadurch ge- 10 
kennzeichnet, daB die Mischung Materialien ent- 
hait, die ausgewahlt sind aus der Gruppe, welche 
besteht aus: Aluminiumoxid, Zirconoxid, Yttrium- 
oxid, Aluminiumnitrid, Siliciumnitrid, Boraitrid und 
Kombinationen von diesen. is 

34. Abtastfenster nach Anspruch 31, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die gleitfahige Beschichtung aus- 
gewahlt ist aus der Gruppe, die besteht aus: dia- 
mantartigem Kohlenstoff, Diamantf ilm, Boraitrid, 
Aluminiumoxid, Zinnoxid, Indiumoxid, Polytetra- 20 
fluorethylen, Poiyethyien, Silikonpolymere und 
Kombinationen von diesen. 

35. Verfahren zum Herstellen eines Abtastfensters, 
durch welches ein Laserstrahl gerichtet wird, urn 
ein Abtastmuster fur einen Laserscanner zu defi- 25 
nieren, wobei das Verfahren die folgenden Schritte 
aufweist: 

a) Bereitstellen einer Vakuumkammer mit ei- 
nem lichtdurchlassigen Hartmaterial, welches 
an einer ersten Elektrode angeordnet ist, so- 30 
wie einem lichtdurchlassigen Substratmaterial, 
welches an einer zweiten Elektrode angeord- 
net ist, 

b) Erzeugen eines gasfftrmigen Plasmas zwi- 
schen der ersten und der zweiten Elektrode, 35 

c) Anlegen einer Spannungsdifferenz zwischen 
der ersten und zweiten Elektrode, urn so das 
Hartmaterial zu ionisieren und die Ionen in 
Richtung auf das Substrat zu beschleunigen. 
um dadurch ein beschichtetes Substrat zu bil- 40 
den, und 

d) Abscheiden eines lichtdurchlassigen, gleitfa- 
higen Beschichtungsmaterials auf dem be- 
schichteten Substrat, um das Abtastfenster zu 
bilden, welches eine verschleiBfeste auBere 45 
Oberflache mit einem niedrigen Gleitreibun- 
gskoeffizienten hat 

36. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Abscheiden stattfindet durch Er- 
setzen des Hartmaterials durch die gleitfahige Be- 50 
schichtung an der ersten Elektrode und erneutes 
Anlegen der Spannungsdifferenz an den ersten und 
zweiten Elektroden, um das gleitfahige Beschich- 
tungsmaterial zu ionisieren und in Richtung auf das 
beschichtete Substrat zu beschleunigen. 5$ 

37. Verfahren nach Anspruch 36, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die gleitfahige Beschichtung ausge- 
wahlt wird aus der Gruppe. welche besteht aus: 
Bornitrid, Aluminiumoxid, Zinnoxid, Indiumoxid 
und Kombinationen von diesen. 60 

38. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Abseheidung durch Aufsprtihen 
des lichtdurchlassigen, gleitffihigen Beschichtungs- 
materials auf das beschichtete Substrat stattfindet. 

39. Verfahren nach Anspruch 33. dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB die gleitfahige Beschichtung aus der 
Gruppe ausgewahlt wird, welche besteht aus: Poiy- 
ethyien, Silikonpolymere und Polytetrafluorethy- 



ien. 

40. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Abscheiden durch Ionenstrahl- 
sputtern stattfindet 

41. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die gleitfahige Beschichtung diamant- 
artiger Kohlenstoff ist 

42. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Substrat aus der Gruppe ausge- 
wahlt wirdl die besteht aus: Borsilicatglas, Natron- 
Kalk-Silicatglas (Floatglas), Glaskeramik, Quarz, 
Fastquarz, BK 7 Glas und Kombinationen von die- 
sen. 

43. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Hartmaterial aus der Gruppe aus- 
gewahlt wird, welche besteht aus: Aluminiumoxid, 
Aluminiumnitrid, Zirconoxid, Yttriumoxid, Borni- 
trid, Siliciumnitrid und Kombinationen von diesen. 

44. Verfahren nach Anspruch 43, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Metalloxid Aluminiumoxid ist und 
eine Dicke im Bereich von etwa 200 Nanometer bis 
etwa 10 000 Nanometer hat 

45. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das gasfdrmige Plasma Elektronen 
und ionisiertes Argongas aufweist 

46. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zetchnet, daB die Vakuumkammer ein reaktives 
Gas und ein inertes Gas enthait 

47. Verfahren nach Anspruch 46, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das inerte Gas Argongas ist und einen 
Partialdruck im Bereich von etwa 10~ 2 bis 10 ~ 3 
torr hat 

48. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Spannungsdifferenz etwa 1 Kilo- 
volt betragt 

49. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Abtastfenster nach dem Abschei- 
den des gleitfahigen Beschichtungsmaterials ge- 
tempert wird 

50. Verfahren zum Herstellen eines Abtastfensters, 
durch welche ein Laserstrahl gerichtet wird, um ein 
Abtastmuster fur einen Laserscanner zu definieren, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte auf- 
weist: 

a) Bereitstellen einer Vakuumkammer, in wel- 
cher eine Elektronenstrahlquelle und ein licht- 
durchlassiges Substratmaterial vorgesehen 
sind, welches auf einem Trager montiert ist, 

b) Anordnen eines lichtdurchlassigen Hartma- 
terials in einem Tiegel, der in der Elektronen- 
strahlquelle liegt, 

c) BeschieBen des Hartmaterials mit einem 
Elektronenstrom hoher Dichte aus der Elek- 
tronenquelle, bis das Hartmaterial zu ver- 
dampfen beginnt 

d) Aussetzen des Substrates dem verdampften 
Hartmaterial, derart, daB ein gleichmaBige 
Schicht des Hartmaterials auf jenem abge- 
schieden wird, so daB sich ein beschichtetes 
Substrat bildet, und 

e) Abscheiden eines lichtdurchlassigen gleitfa- 
higen Beschichtungsmaterials auf dem be- 
schichteten Substrat, um das Abtastfenster zu 
bilden, welches eine verschleiBfeste auBere 
Oberflache mit einem niedrigen Gleitreibun- 
gskoeff izienten hat 

51. Verfahren nach Anspruch 15, wobei das Ab- 
scheiden durch Ersetzen des Hartmaterials durch 
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das gleitfahige Beschichtungsmaterial und Richten 
des Elektronenstroms auf die gleitfahige Beschich- 
tung stattfmdet bis das beschichtete Substrat eine 
gieichmaOigc Schicht aus der darauf abgeschicde- 
nen gleitf ahigen Bcschichtung hat s 
52. Verfahrcn nach Anspruch 51, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das gleitfahige Beschichtungsmaterial 
aus der Gruppe ausgew&hlt wird, welche besteht 
aus: Bornitrid, Aluminiumoxid, Zinnoxid, Indium- 
oxid und Kombinationen von diesen. 10 
53v Verfahren nach Anspruch 50. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Abscheiden durch Aufspruhen 
des lichtdurchlassigen, gleitf ahigen Beschichtunga- 
materials auf das beschichtete Substrat stattfindet 

54. Verfahren nach Anspruch 53, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB die gleitfahige Beschichtung aus der 
Gruppe ausgewahlt wird, welche besteht aus: Poly- 
ethylen, Silikonpolymere und Polytetrafluorethy- 

55. Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekenn- 20 
zeichnet, daB das Abscheiden durch Ionenstrahl- 
sputtem erfolgt 

56. Verfahren nach Anspruch 55, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die gleitfahige Beschichtung diamant- 
artiger Kohlenstof f ist 25 

57. Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Substrat aus der Gruppe ausge- 
wahlt wird, welche besteht aus: Borsilicatglas, Na- 
tron-KaJk-Silicatglas (Floatglas), Glaskeramik, 
Quarz, Fastquarz, BK 7 Glas und Kombinationen 30 
von diesen. 

58. Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Hartmaterial aus der Gruppe aus- 
gewahlt wird, welche besteht aus: Aluminiumoxid, 
Aluminiumnitrid, Zirconoxid, Yttriumoxid, Borni- 35 
trid. Siliciumnitrid und Kombinationen von diesen. 

59. Verfahren nach Anspruch 58, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Metalloxid Aluminiumoxid ist und 
eine Dicke im Bereich von etwa 50 Nanometer bis 
etwa 10 000 Nanometer hat 40 

60. Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Elektronenstrom hoher Dichte 
einen Strom im Bereich von etwa 100 bis 200 Am- 
pere hat 

61. Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekenn- 45 
zeichnet daB das Abtastfenster nach dem Abschei- 
den der gleitfahigen Beschichtung getempert wird. 

62. Verfahren zum Herstellen eines Abtastfensters, 
durch welches ein Laserstrahl gerichtet wird, urn 
ein Abtastmuster fur einen Laserscanner zu defi- 50 
nieren, wobei das Verfahren die folgenden Schritte 
aufweist: 

a) Bereitstellen einer Vakuumkammer, in wel- 
cher eine Elektronenquelle vorgesehen ist die 
als eine erste Elektrode dient und die ein licht- 55 
durchlassiges Hartmaterial hat welches in ei- 
nem Tiegel liegt, der in der Elektronenstrahl- 
quelle angeordnet ist wobei die Vakuumkam- 
mer in ihrem Inneren ein lichtdurchlfissiges 
Substratmaterial enthalt welches an einer 60 
zweiten Elektrode angeordnet ist 

b) Erzeugen eines gasformigen Plasmas zwi- 
schen der ersten und der zweiten Elektrode 
unter Verwendung einer Prequenzquelie, 

c) Beschiefien des Hartmaterials mit einem 65 
Elektronenstrom hoher Dichte aus der Elek- 
tronenquelle, bis das Hartmaterial zu ver- 
dampfen beginnt, 
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d) Aniegen einer Spannungsdifferenz an den 
ersten und zweiten Elektroden, urn die Hart- 
materialionen zu ionisieren und in Richtung 
auf das Substrat zu beschleunigen und damit 
ein beschichtetes Substrat zu biiden, und 

e) Abscheiden eines lichtdurchlassigen, gleitfa- 
higen Beschichtungsmaterials auf dem be- 
schichteten Substrat so daB das Abtastfenster 
eine verschleiflfeste ftuBere Oberflache mit ei- 
nem niedrigen Gleitreibungskoeffizienten hat 

63. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Abscheiden erfolgt, indem das 
Hartmaterial durch das gleitfahige Material an der 
ersten Elektrode ersetzt wird und daB die Span- 
nungsdifferenz erneut an den ersten und zweiten 
Elektroden angelegt wird, um so das gleitfahige 
Beschichtungsmaterial zu ionisieren und in Rich- 
tung auf das beschichtete Substrat zu beschleuni- 
gen, 

64. Verfahren nach Anspruch 63, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die gleitfahige Beschichtung aus der 
Gruppe ausgewahlt wird, welche aus Bornitrid, 
Zinnoxid, Aluminiumoxid, Indiumoxid und Kombi- 
nationen hiervon besteht. 

65. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Abscheiden durch AufsprOhen 
des lichtdurchlassigen, gleitfahigen Beschichtungs- 
materials auf das Substrat erfolgt. 

66. Verfahren nach Anspruch 65, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die gleitfahige Beschichtung aus der 
Gruppe ausgewahlt wird, welche aus Polyethylen, 
Silikonpolymeren und Polytetrafluorethylen be- 
steht 

67. Verfahren nach Anspruch 62, wobei das Ab- 
scheiden durch Ionenstrahlsputtern erfolgt 

68. Verfahren nach Anspruch 67, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die gleitfahige Beschichtung diamant- 
artiger Kohlenstof fist 

69. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Substrat aus der Gruppe ausge- 
wahlt wird, welche aus Borsilicatglas, Natron- Kalk- 
Silicatglas (Floatglas), Glaskeramik, Quarz, Fast- 
quarz, BK 7 Glas und Kombinationen hiervon be- 
steht 

70. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Hartmaterial aus der Gruppe aus- 
gewahlt wird, welche aus Aluminiumoxid, Alumini- 
umnitrid, Zirconoxid, Yttriumoxid, Siliciumnitrid, 
Bornitrid und Kombinationen hiervon besteht 

71. Verfahren nach Anspruch 70, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Metalloxid Aluminiumoxid ist und 
eine Dicke im Bereich von etwa 50 Nanometer bis 
etwa 10 000 Nanometer hat 

72. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Elektronenstrom hoher Dichte 
einen (elektrischen) Strom im Bereich von etwa 100 
bis 200 Ampere hat. 

73. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Abtastfenster nach dem Abschei- 
den der gleitfahigen Beschichtung getempert (an- 
gelassen)wird. 
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